SILIZIUM = NPN - DARLINGTON ~ TRANSISTOR

fiir Vorstufen mit hoher Eingangsimpedanz

-

ON 630

C
Mechanische Daten:
B
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Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 40 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 30 V
Kollektorstrom IC = max. 500 mA
Gesamtverlustleistung bei 0U é 25°¢C Ptot = max. 625 mW
bei 8 S 25% P . =max. 1,5 W
Sperrschichttemperatur &J = max. 150 °¢
Gleichstromverstirkung > .
bei UCE =5V, IC = 10 mA B z 5000
bei Uop =2V, I, = 20 ma B 2 30000
Transit-Frequenz S
bei UCE =51V, Ic = 10 mA fT =] 125 MHz
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ON 630

Absolute Grenzwerte:

500

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = bax. 40 VvV
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 30 V
Emitter-Sperrspanﬁing bei IC = 0: UEB 0o = max. 10 v
Kollektorstrom: I = max. 500 mA
Gesamtverlustleistung bei 30 é 25%C: Ptot = max. 625 mW
: S o
v bei eG = 25 C: Ptot = max. 1,5 :
‘Sperrschichttemperatur: GJ = max. 150 C
Lagerungstemperatur: Gs = min. -55 °c
8 = max. 150 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 200 K/W
zwischen Sperrschicht und Gehduse: Rpg s 83,3 K/W
Kennwerte: bei 8, = 25°C
Kollektor-Reststrom <
bei IE = 0, UCB = 30 V: ICB 0 = 100 nA
Emitter-Reststrom <
bei IC =0, UEB = 10 V: IEB 0 = 100 nA
Kollektor-Durchbruchspannung
bei IE = 0, Ic = 10 pA: U(BR) CB 0 40 Vv
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
bei IB»= o, Ic = 100 pA: U(BR) CE 0 30 V
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei Ic = 100 mA, IB = 0,1 mA: UCE sat 2 1,5 V
Basisspannung <
bei UCE =57V, Ic = 100 mA: UBE~ = 2,0 V
Gleichstromverstirkung >
bei UCE =517V, IC = 10 mA: B & 5000
bei Ugp = 2V, Io = 20 mAs B 2 30000
. b
bei UCE =51V, Ic = 100 mA:. B £ 10000
Transit-Frequenz S
bei UCE =5V, Ic = 10 mA, fM = 100 MHz: fT = 125 MHz
Kollektorkapazitédt
bei UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 3,5 pF
Rauschzahl
belUcE=5V,IC=1mA <
und Rg = 10 k@, £ = 1 kHz: F = 15 dB
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ON 631

SILIZIUM - NPN - TRANSISTOR

mit hoher Sperrspannung

Mechanische Daten:

c
Gehduse: Kunststoff 'i‘" 022
254 -] B c—
JEDEC T0-92 m;nx —— —— ¢04
MaBangaben in mm E
|
42 VZ720235
tax
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 400 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 400 V
Gesamtverlustleistung bei 3U é 25°%C Ptot = max. 625 mW
Sperrschichttemperatur eJ = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung >
bei UCE =10 V, IC = 10 mA B = 40
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei IC = 20 mA), IB = 2 mA UCE sat = 0,5 Vv
Transit-Frequenz s
bei UCE =20V, IC = 10 mA fT & 50 MHz
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ON 631

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0z UCB o = max. 400 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 400 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 6 Vv
Gesamtverlustleistung bei &U § 25%C: Ptot = maXx. 625 mW
Sperrschichttemperatur: OJ = maX. 150 °
Lagerungstemperatur: &S = min. -55 °
&s = MaX. 150 °
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U = 200 K/W
EKennwerte: bei SU = 25%
Kollektor-Reststrom <
bei IE = 0, UCB = 200 V: ICB 0 = 100 nA
Emitter-Reststrom <
bei Ic =0, UEB =4V: IEB 0 = 100 nA
Kollektor-Durchbruchspannung
bei Ig= 0, I, = 100 pA: U(BR) CBO = 400 V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
bei IB = 0, IC = 1 mA: U(BR) CE 0 = 400 V
Emitter-Durchbruchspannung 5
bei I, =0, Ip = 100 pA: U(BR) EBO = 6 Vv
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei IC = 20 mA, IB = 2 mAs UCE sat = 0,5 V
Basisspannung <
bei IC = 20 mA, IB = 2 mAs UBE sat = 0,9 V
Gleichstromverstérkung >
bei U,, =10V, I, = 1 mA: B s 25
CE C >
bei UCE =10 V, IC = 10 mA: B = 40
; 2
bei UCE =10V, IC = 30 mA: B & 40
Transit-Frequenz S
bei UCE =20V, IC = 10 mA: fT & 50 MHz
Kollektorkapazitédt <
bei UCB =20V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 3 pF
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ON 632

SILIZIUM ~ PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOR
fiir Schalteranwendungen,

Komplementdrtyp zu BFX 34

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC TO-39,
5C 3 DIN 41 873

Der Kollektor ist mit dem

Gehduse leitend verbunden. 9048

max
i %

—

MaBangaben in mm.

6,6 max 12,7min

VX 72000
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 65 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung =Usg ¢ = max. 60 v
Kollektorstrom —Ic = max. S5 A
Gesamtverlustleistung bei GG é 25%¢ Ptot = max. 5 W
Sperrschichttemperatur SJ = max. 200 °c
Gleichstromverstirkung S
bei ~Uop =2V, -I, =24 B = 70 (£ 40)
Transit-Frequenz >
bei —UCE =51V, -IC = 0,5 A f‘l‘ & 70 MHz
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei —Ic =5 A, -IB = 9,5 A _UCE sat =& 1,0 v
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ON 632

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: —UCB o = max. 65 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: —UCE o = max. 60 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: —UEB o = hax. v
Kollektorstrom: -IC = max. A
Gesamtverlustleistung bei SG é 25°C: Ptot = max. w
. < ,x0 .
bei 8U = 25 C: Ptot = max. 870 ?W
Sperrschichttemperatur: 8J = max. 200 C
Lagerungstemperatur: QS = min. -65 °C
9 = max. 200 °C
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Gehduse: Rih g kS 35 K/W
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 200 K/w
6 VZ T _rg%
Plolmox
(W)
~
N
4
N\
N
N
\
2
A
A
0
0 100 ¥ (°C) 200
3.77 VALVO TRANSISTOREN

504



ON 632

Kennwerte: bei &U = 2500, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom . <
bei IE = 0, -UCB = 60 V: . -ICB 0 ? 0,5 [Ty
bei IE =0, -UCB =60V, OU = 100 C: —ICB 0 = 200 pA
Emitter-Reststrom <
bei Ic =0, _UEB =5 V: -IEB 0 = 100 nA
Kollektor-Durchbruchspannung >
bei IE =0, —Ic = 5 mA: —U(BR) CBoO- 65 A\
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung S
bei IB =0, -Ic = 100 mA: 'U(BB) CE 0 = 60 v
Emitter-=Durchbruchspannung >
bei IC =0, -IE = 100 pA: —U(Bn) EB 0 = 6 v
Kollektor-Emitter-Restspannung
bei -Ic = 500 mA, -IB = 50 mA: -UCE sat = 100 mV
bei -I, =5 A, -I; = 0,5 Az “Uek sat = 0,5 (1,0) V
Basisspannung
bei -Ic = 500 mA, —IB = 50 mA: -UBE sat = 0,2 v
bei I, =5 A, ~Ip = 0,5 A: “Upk sat =1,25 (1,6) V
Gleichstromverstarkung >
bei -UCE =2V, —IC = 0,5 A: B = 30
. 2
bei ~Up =2V, -I, =2 A: B = 170 (= 40)
bei —U'cE =2V, -IC =5 A: B = 45
Transit-Frequenz >
bei 'UCE =51V, -Ic = 0,5 A: fT & 70 MHz
Kollektorkapazitédt <
bei -Uop =10 V, Ip = 0, £ = 1 MHaz: c, = 90 (= 150) pF
Emi tterkapazitidt .
bei -UEB =0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 700 pF
Schaltzeiten
bei —ch = 0,5 A, -IBx = +IBY = 50 mAs
Einschaltzeit: t . = 80 ns
ein
Ausschaltzeit: t = 450 ns
aus
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